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Mitsubishi Electric utvikler SiC-stramenhet med rekordhgy
energieffektivitet
Vil bidra til & forbedre paliteligheten og energieffektiviteten til kraftelektronikk som brukes i omrader
som spenner fra hjemmeelektronikk til industrimaskiner

TOKYO, 22. september 2017 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde at de har

utviklet en stramenhet i silisiumkarbid (SiC) med det som antas & vare verdens hgyeste energieffektivitet” i

en enhet av denne typen. Den nyutviklede enheten er utviklet for & kunne installeres i stremmoduler og
krever ikke en hgyhastighets beskyttelseskrets for & bryte stramforsyningen nar det registreres for mye strgm.
Den nye enheten vil bidra til & forbedre paliteligheten og energieffektiviteten i kraftelektronikk som brukes

pa en rekke omrader, for eksempel hjemmeelektronikk, industrimaskiner og jernbanedrift.

* | henhold til Mitsubishi Electrics forskning hadde den nye SiC-enheten pa kunngjeringstidspunktet verdens hgyeste
energieffektivitetsverdi av alle enheter i 1200-V-klassen med en kortslutningstid pa over 8 ps.

Det ble farst avslgrt at Mitsubishi Electric hadde utviklet den nye SiC-enheten, pa International Conference
on Silicon Carbide and Related Materials 2017 (ICSCRM 2017), som ble avholdt i Washington, D.C. 17.-22.
september 2017.
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Fig. 1: Tverrsnitt av den nyutviklede SiC-MOSFET-en Fig. 2: Reduksjon av strgmtap ved a ta i bruk den
nyutviklede strukturen

Den overlegne paliteligheten og effektiviteten til den nye enheten er resultatet av en ny egenutviklet
kildestruktur. 1 konvensjonelle felteffekttransistorer med metalloksidhalvledere, kjent som MOSFET-er, er
kildeomradet formet som én enkelt region. Mitsubishi Electric har imidlertid innfart en ekstra region i
kildeomradet for & kontrollere kildeseriemotstanden til SiC-MOSFET-en (se fig. 1). Implementering av
denne strukturen reduserer forekomsten av for hgye stremflyter forarsaket av kortslutninger. Resultatet er at
pa den generelle kortslutningstiden som brukes til Si-stramhalvlederenheter, reduseres pa-motstanden til
SiC-MOSFET-en med 40 prosent ved romtemperatur, og stremtapet med mer enn 20 prosent (se fig. 2),
sammenlignet med konvensjonelle SiC-MOSFET-enheter.”

™ Begrepet «p&-motstand» refererer til en av de karakteristiske verdiene i en halvlederstramenhet og oppgis som et produkt av
enhetsomréadet og dets motstand. Pa-motstandsverdien faller etter hvert som stgrrelsen eller motstanden til en enhet reduseres.
Verdien pa 40 prosent ble oppnddd ved & sammenligne pad-motstanden i den nye enheten med pa-motstanden i var
konvensjonelle 1200 V SiC-MOSFET.

En forenklet kretsdesign gjor at teknologien kan brukes i en rekke SiC-MOSFET-er med ulike
spenningsverdier. Utprevd kretsteknologi brukes til & beskytte silisiumkomponenter mot skade i tilfelle
kortslutninger og kan brukes pa eksisterende SiC-MOSFET-er uten behov for endring. Dette garanterer enkel
implementering av beskyttelsesfunksjonalitet i kraftelektronikk ved hjelp av SiC-MOSFET-er.

Fremtidig utvikling

Mitsubishi Electrics utviklingsteam vil videreutvikle den nye enheten med sikte pa & gjare den tilgjengelig

kommersielt fra ar 2020.
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Bakgrunn
Halvlederstramenheter er viktige komponenter i kraftelektronikken som brukes pa en rekke omrader, for

eksempel hjemmeelektronikk, industrimaskiner og jernbanetog.  Mitsubishi Electric oppnar haye
energieffektivitetstall ved hjelp av SiC-MOSFET-er som halvlederstramenheter, som oppfyller kravene til
hayere energieffektivitet og redusert starrelse som er avgjgrende pa disse omradene.

Kortslutninger i kraftelektronikk kan fare til at store overstramflyter kommer inn i halvlederstramenheter,
noe som kan fare til skader eller feil pa enheten. For & forhindre dette ma eventuell overfladig strem
avbrytes sa raskt som mulig. «Kortslutningstiden» er tiden en enhet kan motsta eventuell overstram. Fordi
motstanden i en SiC-MOSFET er lavere enn i en Si-enhet, har eventuell overstram en tendens til & vare stor,
noe som resulterer i en reduksjon av kortslutningstiden. For a beskytte SiC-MOSFET-er mot skade ma
overstram i disse enhetene avsluttes raskere enn i en Si-enhet. Dette oppnas vanligvis ved & inkludere
spesielle beskyttelseskretser for SiC-MOSFET-er.

Det er i tillegg et kompromiss mellom kortslutningstiden og pa-motstanden. En lang kortslutningstid krever
hgy pa-motstand og en stor brikkestgrrelse. Forbedringer i dette kompromisset har veert etterspurt lenge.

Strukturen til den nyutviklede SiC-strsmenheten reduserer kortslutningsstrammen ved hjelp av den gkte
motstanden som fglge av temperaturstigning forarsaket av kortslutningen, samtidig som den opprettholder
pa-motstanden ved lave nivaer ved normal driftstemperatur. Denne teknologien kan forbedre kompromisset
mellom kortslutningstid og pa-motstand. Som resultat kan en SiC-MOSFET utstyrt med den nyutviklede
strukturen samtidig gi hgy palitelighet, hgy energieffektivitet og redusert starrelse.

Detaljer
1) Hpy palitelighet og effektivitet oppnas ved hjelp av ny kildestruktur

En ny struktur for & kontrollere kildemotstanden til en SiC-MOSFET har blitt utviklet ved & bruke
kildestrukturen som bestar av ulike deler. Pa lignende nivaer med pa-motstand tillater den nye enheten
at den typen store kortslutningsstremmer som kan fare til feil pa utstyret, kan reduseres, noe som farer
til at kortslutningstiden til enheten blir lengre.

Pa grunnlag av den generelle kortslutningstiden som brukes til Si-stramhalvlederenheter, er

pa-motstanden i den nye enheten 60 prosent lavere enn i vanlige Si-stramhalvlederenheter og 40
prosent lavere enn i en SiIC-MOSFET med en konvensjonell struktur (se fig. 3).
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Fig. 3: PA-motstand ved romtemperatur kontra kortslutningstid

Forenklet kretsdesign

Pa kraftelektronikkomradet muliggjer en lang kortslutningstid en mindre kompleks kretsdesign, noe
som forbedrer paliteligheten. Den nyutviklede enheten kan tas i bruk i SiC-MOSFET-er med ulike
blokkeringsspenninger, og enkelt betjenes med de eksisterende kortslutningsbeskyttelseskretsene som
brukes for Si-stremhalvlederenheter.

Hi#

Om Mitsubishi Electric Corporation

Med over 90 ars erfaring med & levere palitelige produkter av hgy kvalitet er Mitsubishi Electric
Corporation (TOKYO: 6503) en anerkjent verdensleder innen produksjon, markedsfgring og salg av
elektrisk og elektronisk utstyr som brukes innen informasjonsbehandling og kommunikasjon, romfart og
satellittkommunikasjon, forbrukerelektronikk, industriteknologi, energi, transport og anleggsutstyr.
Mitsubishi Electric faglger konsernets slagord, Changes for the Better (Endringer til det bedre), og
miljgslagordet, Eco Changes (@ko-endringer), og bestreber seg pa a vere et globalt, ledende grent selskap
som beriker samfunnet med teknologi. Selskapet registrerte en konsolidert konsernomsetning pa 4238,6
milliarder yen (37,8 milliarder amerikanske dollar*) i regnskapsaret som endte 31. mars 2017. For mer
informasjon kan du ga til:

http://www.MitsubishiElectric.com

*Ved en valutakurs pa 112 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market
31. mars 2017
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